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 暫定版 データシート 

PS2561F-1,PS2561FL-1 
動作周囲温度 110C 対応 DIP フォトカプラ 

概  要 

PS2561F-1 は, GaAs 赤外 LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で, 各種インタ
フェース回路, 信号伝達回路などに最適です。 
PS2561FL-1 は, PS2561F-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。 

 

特  徴 

 動作周囲温度 110C 対応 
 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5 000 Vr.m.s.) 
 コレクタ・エミッタ間電圧が高い (VCEO = 80 V) 
 電流伝達率が高い (CTR = 450% TYP.) 
 応答速度が速い (tr = 5 s TYP., tf = 7 s TYP.) 
 エンボス・テーピング対応品：PS2561FL-1-F3：2 000 個/リール 
 鉛フリー対応品 
 海外安全規格 

 UL 認定品：No. E72422 
 

用  途 

 電源メータ 
 電話, FAX 
 FA/OA 機器 
 プログラマブル・コントローラ 
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外形図 (単位：mm) 
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表面実装用リード・フォーミング・タイプ 
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構造パラメータ 

項  目 PS2561F-1, PS2561FL-1

空間距離 (MIN.) 7 mm 

外部沿面距離 (MIN.) 7 mm 

内部沿面距離 (MIN.) 4 mm 

絶縁物厚 (MIN.) 0.4 mm 
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捺 印 例 
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製造ロット番号�

Renesasの頭文字�

 
 

オーダ情報 

品 名 オーダ名称 メッキ仕様 包装形態 海外安全規格 申請品名注 

PS2561F-1 PS2561F-1Y-A 鉛フリー＆ マガジン・ケース 100個 標準品 PS2561F-1 

PS2561FL-1 PS2561FL-1Y-A ハロゲン・  (UL 認定品) PS2561FL-1

PS2561FL-1-F3 PS2561FL-1Y-F3-A フリー エンボス・テーピング   

   2 000 個/リール   

【注】 海外安全規格申請は申請品名で行ってください。 
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絶対最大定格 (特に指定のないかぎり TA = 25C) 
項  目 略 号 定 格 単 位

発 光 逆電圧 VR 6 V 

 順電流 (DC) IF 30 mA 

 低減率 PD/°C 1.5 mW/°C

 許容損失 PD 150 mW 

 ピーク順電流 注 1 IFP 1 A 

受 光 コレクタ・エミッタ間電圧 VCEO 80 V 

 エミッタ・コレクタ間電圧 VECO 7 V 

 コレクタ電流 IC 50 mA 

 低減率 PC/°C 1.5 mW/°C

 許容損失 PC 150 mW 

絶縁耐圧 注 2 BV 5 000 Vr.m.s.

動作周囲温度 TA –55～+110 C 

保存温度 Tstg –55～+150 C 

【注】 1. パルス幅 = 100 s，Duty 比 = 1% 

 2. TA = 25C, RH = 60%，AC 電圧を 1 分間印加 (入力側全電極端子一括と出力側全電極端子一括間) 
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電気的特性 (TA = 25°C) 

項  目 略 号 条  件 MIN. TYP. MAX. 単 位

発 光 順電圧 VF IF = 10 mA  1.2 1.4 V 

 逆電流 IR VR = 5 V   5 A 

 端子間容量 Ct V = 0 V, f = 1.0 MHz  10  pF 

受 光 コレクタしゃ断電流 ICEO IF = 0 mA, VCE = 80 V   100 nA 

IF = 5 mA, VCE = 5 V 300 450 600 伝達特性 電流伝達率 (IC/IF)注 1 CTR 

IF = 1 mA, VCE = 5 V 60   

% 

 コレクタ飽和電圧 VCE (sat) IF = 10 mA, IC = 2 mA   0.3 V 

 入出力間絶縁抵抗 RI-O VI-O = 1.0 kVDC 1011    

 入出力間容量 CI-O V = 0 V, f = 1.0 MHz  0.5  pF 

 立ち上がり時間
注 2 tr VCC = 10 V, IC = 2 mA,   5 18 s 

 立ち下がり時間
注 2 tf RL = 100   7 18  

【注】 1. CTR ランク 
CTR ランク CTR (%) 条 件 

300～600 IF = 5 mA, VCE = 5 V 
K 

60～ IF = 1 mA, VCE = 5 V 

 
 2. スイッチング時間測定回路 
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特性曲線 (特に指定のないかぎり TA = 25C, 参考値) 
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備考 グラフ中の値は参考値を示します。 
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備考 グラフ中の値は参考値を示します。 
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備考 グラフ中の値は参考値を示します。 
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テーピング仕様 (単位：mm) 
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推奨マウント・パッド寸法 (単位：mm) 
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取り扱い注意事項 

1. 半田付け推奨条件 

(1) 赤外線リフロによる実装時 

 ・ピーク温度 260C 以下 (パッケージ表面温度) 

 ・ピーク温度の時間 10 s 以内 

 ・220C 以上の時間 60 s 以内 

 ・プリヒート温度 120～180C の時間 12030 s 

 ・リフロ回数 3 回以内 

 ・フラックス 塩素分の少ないロジン系フラックス 
(塩素 0.2 Wt%以下を推奨) 
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(2) ウェーブ・ソルダリングによる実装時 

 ・温度 260C 以下 (溶融半田温度) 

 ・時間 10 s 以内 

 ・予備加熱 120C 以下 (パッケージ表面温度) 

 ・回数 1 回 (モールド部浸漬可) 

 ・フラックス 塩素分の少ないロジン系フラックス (塩素 0.2 Wt%以下を推奨) 
 

(3) 手付け 

 ・最高温度 (リード部温度) 350C 以下 

 ・時間 (デバイスの一辺あたり) 3 s 以内 

 ・フラックス 塩素分の少ないロジン系フラックス (塩素 0.2 Wt%以下を推奨) 
  

(a) デバイスのリード根元より 1.5～2.0 mm 以上離してください。 
 

(4) 注意事項 

 ・フラックス洗浄について 

 フロン系および塩素系溶剤による洗浄は避けてください。 
 
2. ノイズについての注意事項 

フォトカプラの入力-出力間に立ち上がりの急峻な電圧が印加されると，定格内であっても出力側がオン

状態になることがありますので，ご確認のうえご使用願います。 
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3. フォトカプラにおける電流伝達率 (CTR) の測定条件の違いについて 

CTR 測定での順電流条件は製品ごとに異なりますので，ご使用の際は設定値をご確認ください。 

また，順電流について規格値以外でのご使用の場合は，CTR 値のばらつきなどにより標準特性曲線から外

れる場合がありますので，実際にご使用になる条件での特性をご確認いただき，ばらつき等を十分考慮の

うえご使用ください。 
 

使用上の注意 

1. 本製品は高速化設計のため，静電気の影響を受けやすくなっております。取り扱いの際は人体アースなど

静電気対策を行ってください。 

2. 保管は高温多湿を避けてください。 
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 注意 GaAs製品 
この製品には，ガリウムひ素 (GaAs) を使用しています。 

GaAsの粉末や蒸気は有害ですから，次の点にご注意ください。 

・廃棄する際には，次のような廃棄処理をすることを推奨します。 

  1. 「ひ素含有物等の産業廃棄物の収集，運搬，処理の資格」を持つ処理業者に委託する。 

  2. 一般産業廃棄物および家庭用廃棄物とは区別し，「特別管理産業廃棄物」として， 

    最終処分まで管理する。 

・焼却，破壊，切断，粉砕や化学的な分解を行わないでください。 

・対象デバイスをなめたり，口に入れたりしないでください。 
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